
UKD 621.38.049.77 

NORMA BRANŻOWA 
BN-81 

3375-52.05 
MIKROUKlADY Układy scalone cyfrowe 

SCALONE 
Układy typu UCY 7402N 

,. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę szczeg6łowe 

wymagani a dotyczęce monol i tycznych b i ppl arnych układ6w 

scalonych cyfrowych TTL typu UCY 7402N, pełnięcych funk-

cJę czterokrotnych dwuwejściowych bramek NIE_LUB 

(NOR), przeznaczonych do pracy w elektronicznych urzę

dzeniach profesjonalnych oraz urzędzeniach wymagajęcych 

zastosowania układ6w o wysokiej i bardzo wysokiej jakości 

zgodnie z PN-7B/T -O 1615. 

Kategor ia ki imatyczna - wg PN-73/E-04550. 00 

układów: 

dla 

- podwy!szonej jakości (poziom jakości II) - 00/070/10, 

- wysokiej jakości (poziom jakości III) - 00/070/21, 

- bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) - Ocyo70;56. 

Schemat elektryczny jednej bramki układu - wg rys. '. 

Schemat logiczny I rozkład wyprowadzeń układu 

rys. 2. 

A 

B 

wg 

Grupa katalogowa 1925 

2. Przykład oznaczania układ6w 

a) podwy!szonej jakości: 

UKLAD SCALONY CYFRO WY UCY 7402N 

BN-Bl/3375-S2.05 

b) wysokiej jakości: 

UKLAD SCALONY CYFROWY UCY 7402N/3 

BN-81/337S-S2. OS 

c) bardzo wysokiej jakości: 

UKLAD SCALONY CYFROWY UCY 7402N/4 

BN-B 1 /337 5-S2. OS 

3. Cechowanie układ6w powinno zawierać następujęce 

dane: 

a) znak lub nazwę producenta, 

b) oznaczenie typu (UCY 7402), 

c) oznaczenIe wyprowadzeń (znak odniesienia dla iden

tyfikacji numerów wyprowadzeń zgodnie ż PN-73/T -O 1602,l, 

Y=A +8 

Rys. 1 

IY 

4Y 41 4A ~Y li 

fA II 2A 

!8N-\"317S-SZ.D!o-Z 

Rys. 2 

d) datę produkcji dla wyrob6w majęcych nadany znak ja_ 

kości Q. 

Ponadto układy wysokiej jakości powInny być znakowane 

cyfrę 3, a układy bardzo wysokiej jakości cyfrę 4 umiesz

czonę po oznaczeniu typu. 

4. Wymi'ary i oznaczenie wyprowadzeń układu - wg rys. 3 

tabl. 1. 

Mikroukład kompletny A49B - wg PN-73/T -01603. 16. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta - CE 7Q 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych 

UNITRA-ELEKTRON dnia 26 sierpnia 1981 r. jako norma obowiqzujqca od dnia 1 stycznia 1982 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1981 poz. 77) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981. D.uk. Wyd. No.m. W·w •• A.k. wyd. 1,30 N.kl. 2200t55 Zam. 2786/81 Cena xl 7,20 
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/ --ljj-!C'- \ 

D 

Rys. 3 

Tablica 1. Wymiary obudowy CE 70 

Symbol Wymiary, mm K~t 

wym iaru w stop-

min nom max niach 

A - - 5, 10 -
Al 0,51 - - -

b 0,38 - 0,59 -
c 0,20 - 0,36 -
D - - 20,32 -
e - 2,54 - -
e1 - 7,62 - -
L 2,54 - 4,50 -

ME - - 8,30 -
z - - 2,54 -

. - . 

(3 - - - O + 15 

5. Badania w grupie A. B. C D - wg BN-8<Y3375-52. 00 

P. 5. 1. 

6. Wymagania szczegółowe badań grupy A. B. C i D 

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów: A" D 

i b wg rys. 3 i tabl. " 

b) badania podgrupy A2 i A3 - wg tabl. 2 na str. 4, 

c) badania podgrupy B, C i D - wg tabl. 3 na str. 5, 

d) param etry elektryczne sprawdzane w czasie po ba-
• 

daniach grupy B, C i D - wg tabl. 4 na str. 6, 

e) dodatkowe wymagania dla pomiaru parametrów ele-

ktrycznych: 

- dla V OL - wg rys. 4, wejścia każdej bramki s~ stero

wane oddzielnie 

Utc 

U~I ______ ~~ __ ~ __ 

I BN'&1I:U7S'5Z.0S·", 

Rys. 4 

- dla U OH - wg rys. 5, oba wejścia każdej bramki s{l 

sterowane jednocześnie 

Uet 

1 .. ·III13'H2.,OS. S , 

Rys. 5 
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- dla l l L - wg rys. 6, wejścia kaidej bramki s~ mie

rzone oddzielnie 

4,5V 

• 
11l 

I BII·am'lo'S·52,DS-6! 

Rys. 6 

- dla l
1H

(1) i 1
1H

(2) - wg rys ; 7, wejścia kaideJ bre"... 

ki s{l mierzone oddzielnie 

Utt 

Oh.o.rte 

IU-al/))1HZ,~-7 ! 

Rys. 7 

- dla lOS - wg rys. 8, kaida bramka" Jest mierzona od

dzielnie 

Ul 0---..---------=" 

! B"-''''315-52.05-BI 

Rys. 8 

- cUa I CCL I ICCH - wg rys. 9, wszystkie bramki 

mierzone Jednocześnie 

sil 

Utc 

Otwarte 

IBN-11I337H7.OS-11 ! 
Rys. 9 

_ dla U I - wg rys. lO, wejścia kaidej bramki sę mie

rzone oddzielnie 

Uec 

Otwnrlt 

1811-811:1375-52 .1)5-\0 

Rys, 10 

-dla tpHLi t pLH -wg rys. 11, parametry impulsu 

wejściowego: amplituda Ug - +3,5 V, poziom podstawy OV, 

czas trwania t w - 500 ns częstotl iwość powtarzania f g -

- l MHz, czas narastania t r - 10 ns, czas opadani a tf ~ 

- 5 ns; Impedancja wyjściowa generatora Zo - 50 n ; 
wszystkie diody s{l typu BAYP 95 lub odpow iednlkl; war

tość C L uwzględnia pojemność sondy i pojemność montaiu; 

wejścia kaidej bramki sę sterowane oddzielnie. 

Wejscie W~jstie 
• Uce ? 

Generlltor C*-ł----~-J......., 
i"'pulsów 

t r 

S~9nC1t 
w~jicloW! 

Zo 

Rys, 11 
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Tabl ica 2, Parametry elektryczne sprawdzane w badani ach podgrupy A2 i A3 

Podgrupa Rodzaj Kontrolowany Metoda pomiaru wg Jed-
Wartości 

Warunki pomiar"u graniczne 
badań badania parametr BN-74/3375-24 nostka 

min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A2 Sprawdzenie V
OL 

ark, 11 oraz wg V CC ~ 4,75 V; V : 2 V V - 0,4 
I 

podstawowych rys, 4 
na każde wejście po ko-

parametrów 
el ektrycznych lei, pozostałe wejścia 

° V , 10L= 16 mA 

VOH 
ark, 12 oraz wg V CC = 4,75 V, V I = 0,8 V V 2,4 -
rys, 5 

na wszystkie wejścia, 

-IOH= 0,8 mA 

-1 ark, 03 oraz wg V
CC 

= 5,25 V, VI = 0,4 V mA - 1,6 
1L 

rys, 6 na wejście mierzone, na 

pozostałe wejścia 4,5 V 

I IH(1) ark, 04 oraz wg V
CC 

= 5,25 V, VI =2,4V t-tA - 40 

rys, 7 na wejście mierzone, na 

pozostałe wejśc ia O V 

l T H(2) 
ark, 04 oraz wg V

CC 
=5,25V, V]=5,5V mA - l 

7 rys, 
na wejście mierzone, na 

pozostałe wejścia O V 

- los ark, 05 oraz w g V CC = 5,25 V, V = O V mA 18 55 
I 

rys, 8 
na wszystkie wejścia, 

V o = O V na wyjście mie-

rzone 

lCCL 
ark, 01 oraz wg V CC = 5,25 V, U = 5 V mA - 27 I 
rys, g 

na wszystkie wejścia 

wszystkich bramek jedno-

cześnie 

lCCH 
ark, 02 oraz wg V = 5,25 V, VI = O V mA - 16 

CC 
rys, 9 

na wszystkie wejścia 

wszystkich bramek jedno-

cześnie 

-V ark, 20 oraz V
CC 

= 4,75 V, V - 1,5 
I 

wg rys , 10 - U = 12 mA na wejście 
I ' 

mierzone, na pozostałe 

wejścia ° V t amb = 25 Oc 

t
pHL 

V CL' = 5 V, R
L 

= 4000 ns - 15 

C = 15 pF, t b = 25 Oc 
L am 

ark, 16 oraz w g 
każde wejście sterowane 

rys, 11 po kolei sygnałem impul-
22 t

pLH 
ns -

sowym t na pozostałe 

wejścia O V 

A3 Sprawdzenie V
OL 

V
CC 

= 5 V, VI = 5 V, V - 0,4 

typu układu 
stan niski lo = O mA 

wg równania logicz-

nego rys l 

VOH 
VCC = 5 V, V = O V V 2,4 -I ' 

stan wysoki Vo = O mA 
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Tabl ica 3, Wymagania szczegółowe do badań grupy 8, C D 

Lp. Podgrupa badań Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 

1 2 3 4 

I 81, CI Sprawdzenie wytrzymałości mecha- próba U b' metoda 2: 2, S N; 
nicznej wyprowadzeń 

2 83, Cg Sprawdzenie wytrzymałości na spadki położenie układu w czasie spadania: wy-
swobodne prowadzeniami do góry 

3 84, C4 Sprawdzenie wytrzymałości na udary mocowanie sztywno za wyprowadzenia 

wielokrotne w odległości 3 mm od dolnej płaszczyzny 
obudowy 

4 85, CS Sprawdzenie wytrzymałości 
o 

T
B

=12S
o

C na nagłe T A = -SS C; 
(poziom jakości III i IV) zmiany temperatury 

S 86. C6 Sprawdzenie odporności na narażenia metoda badania A, 
o 

tamb s 70 C badanę 
elektryczne 

próbkę podziel ić na dwie części i badać 

w warunkach: 
I część - O V na wszystkil'l wejścia, wyjś-

cia, ot"'larte, zasilanie układu 5 V 

II cześć - S V na wszystkie wejścia, wyjś-

cie otwarte, zasilal'lie układu S V 

6 C2 Sprawdzenie parametrów elektrycz- wg tabl, 4 
nych 

7 C3 Sprawdzenie masy wyrobu I, I g 

Sprawdzenie trwałości cechowania wg PN-7S/T -o 161S p, 5.3 . 6. la) 

B C4 Sprawdzenie ~ytrzymałości na przyś- kierunek probierczy prostopadły do 
pieszenia stałe płaszczyzny korpusu układu, mocowanie 

za obudowę 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibra- mocowanie sztywno za wyprowadzenia 

cje o stałej cżęstotliwości ( dla po~ w odległości 3 mm dolnej płaszczyzny obu-

z iomu jakości II) dowy 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibra- j, w, 
cje o zmiennej częstotliwości (dla po-
ziomu jakości III i IV) 

g C7 Sprawdzenie wytrzymałości na zimno 
o 

tstg min = -40 C 

10 CB Sprawdzenie wytrzymałości na suche tstg max 
= 125 Oc 

(poziom jakości III i IV) goręco 

I I CIO Sprawdzenie wymiarów wg rys, 3 i tabl, I 

12 Dl Sprawdzenie odporności na niskie temperatura narażenia 15+3S
o

C 
ciśnienie atmosferyczne 

13 02 Sprawdzenie wytrzymałości na aceton, sprawdzane wymiary A iD wg 

rozpuszczalniki tabl, I i rys. 3, masa układu I, I g 

14 03 Sprawdzenie palności wg PN-78/T -o 1615 załęcznik 2 p, 4,3 

15 04 Sprawdzenie wytrzymałości na pleśń brak porostu pleśni po badaniu 

16 OS Sprawdzen ie wytrzymałości na mgłę położenie układu dowolne 

solna 
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Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie I po badaniach grupy B, C I D 

Jed-
Wartości 

Podgrupa Sprawdzany Metoda pomi'aru wg -graniczne 
War-unkl pomiaru nost-

badań parametr BN-74/3375-24 
ka 

min max 

1 2 3 4 5 6. 7 

83-, 84, UOL wg tabl. 2 
85 U OH 

C2, C4, UOL,UOH ' 

C5, C9 -ICL,IjH(1) wg tabl, 2 

Dl l m(2) 

UOL 

C2 
stan niski 

wg tabl , 2 
UOH 

stan wysoki 

U
OL 

stan niski 
wg tabl. 2 

V OH 

stan wysoki 

U OL ark. 11 oraz wg U CC z 4,75 V; U C = 2 V na kaide V - 0,48 
rys. 4 

wejście po kolei, na pozostałe wejś-
--

cia O V; IOL= 16. mA 

UOH ark. 12 oraz wg .u
CC 

=4,75 V; Ul = 0,8 V V ',92 -
86, C6, rys. 5 

na wszystkie wejścia - I
OH

= 0,8 mA 1;;7, C8 

-In ark. 03 oraz wg U cc = 5,25 V, VI = 0,4 V na mA - 1,92 
rys. 6. 

wejścia mierzone, na !,ozos tałe 

wejścia 4,5 V 

I m(1) ark. 04 oraz wg U cc - 5,25 V, V I z 2, -4 V na pA - 48 
ry·s . 7 

wejścia mierzone, na pozostałe 

wejścia O V 

l IH (2) ark. 04 oraz wg U
CC 

- 5,25 V, Ul = 5,5 V na mA - 1,2 
rys . 7 

wejścia mierzone, na pozostałe 

wejścia O V 

KONI EC 

Informacje dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

,. Ins tytucja oeracowujaca norm e - Naukowo-Produk

cyjne Centrum Półprzewodników , Warszawa. 

2. Normy zwiazene 

PN-73/E-04550.00 Wyroby elektrotechniczne. Próby śro

dowiskowe. Postanowienia ogólne 

PN-73/T -01602 Mikroukłady scalone. Zasady podawania 

parametrów geometrycznych na rysunkach 

PN-73/T -01603. 16 Mikroukłady scalone. Zarysy i w ymia

ry. Mi kroukład kompletny A 49 

PN-7B/T-01615 Mikroukłady scalone. Ogólne wymagania 

i badania 

BN-74/3375-24.01 Cyfrowe układy scalone . Metoda pomia

ru prę.du zasilania w stanie niskim I
CCL 

BN-74/3375-24.02 Cyfrowe układy scalone. Metoda pomia

ru pr{ldu zasilania w stanie wysokim ICCH 

BN-76/3375-24.03 Cyfrowe układy scalone . Układy kombi-

natoryjne. Metoda pomiaru pr{ldu wejściowego w stanie 

niskim IIL 

BN-76/3375-24. 04 Cyfrowe układy scalone . Układy kombi-

natoryjne. Metoda pomiaru pr{ldu wejśc iowego w stanie 

nistkim IIH 

BN-76/3375-24. 05 Cyfrowe układy scalone. Układy kombl_ 

natoryjne. Metoda pomiaru wejściowego prę.du zwarcia 

lOS 

BN-76/3375-24. 11 Cyfrowe układy scalone. Układy kombl

natoryjne. Metoda pomiaru napięcia wyjściowego w sta

nie niskim VOL 

BN-76/3375-24. 12 Cyfrowe układy scalone. Układy kombi-

natoryjne. Metoda pom i aru napięcia wyjściowego w sta

nie wysokim V
OH 

BN-76/3375-24. 16 Cyfrowe Układy scalone. Układy kornb i -

natoryjne. Metoda pomiaru czasów propagacji 

i t 
Pl.H 

BN-BO/3375-24. 20 Cyfrowe układy scalone. Metoda po-

miaru ujemnego napięcia wejściowego VI 

BN-BO/3375-52.00 Układy scalone cyfrowe. Wymagania 

i bad'lnla 

3. Symbol wyrobu wg KTM - UCY 7402N - 115632110300. 

4. Wartości. dopuszczalne - wg tabl . 1-1 . 

5. Dane charakterystyczne - wg tabl . 1-2 ( przy t amb = , 

~ O + 70 Oc jeżeli nie podano inaczej). 

Tablica l-l 

Wartości 

LP. Oznaczenie parametru Nazwa parametru Jednostka 
dopuszczalne 

min max 

1 2 3 4 5 6 

1 V CC Napięcie zasilania V - 7 

2 Ul Napięcie wejściowe V - 5,5 

3 -II Pr{ld wejściowy mA - 12 

4 tamb Temperatura otoczenIa w czasie pracy Oc O 70 

5 
t'llI 

Temperatura przechowywania Oc -55 +125 

Tablica 1-2 

Oznaczenie Jed-
Wartość parametru 

Lp. 
parametru 

Nazwa parametru Warunki pomiaru 
nostka 

min typ max 

l 2 3 4 5 6 7 B 

I U CC Napięcie zasilania - V 4,75 - 5,25 

2 I
CCL 

,Pr{ld zasilania w stanie niskim na Vcc ~ 5,25 V mA - - 27 
wyjściu 

VI =5V 

3 lCCH ' Pr{ld zasilania w stanie wysokim VCC - 5,25 V mA - - 16 
na wyjśCiu 

VI =OV 

4 U
IH 

Napięcie wejściowe w stanie - V 2 - -
wysokim 

5 VIL Napięcie wejściowe w stanie - V - - O,B 
niskim 
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cd. tabl. 1-2 

Wartość parametru 

LP. Oznaczenie Nazwa parametru Warunki pomiaru Jed-
parametru nos tka 

min typ max 

, 2 3 4 5 6 7 II 

6 UOH Napięcie wyjściowe w stanie UCC = 4,75 V V 11,4 - -
wysokim 

U r = 0,8 V 

-lOH - 0,8 mA 

7 UOL Napięcie wyjściowe w stanie Ucc = 4,75 V V - - 0,4 
niskim 

U r =2V 

laL - 16 mA 

8 
l [Hl') 

Pręd wejściowy w stanie wysokim UCC - 5,25 V [JA - - 40 

Ul = 2,4 V 

9 [ 
l H(2j 

Pręd wejściowy w stanie wysokim UCC - 5,25 V mA - - 1. 

VI = 5,5 V 

10 -[ Pr{ld wejściowy w stanie niskim Ucc = 5,25 V mA - - 1,6 
IL 

Ul = 0,4 V 

11 -[OH Pr{ld wyjściowy w stanie wysokim - mA - - 0,8 

12 lOL Pr{ld wyjściowy w stanie niskim - mA - - 16 

13 -los Zwarciowy pr{ld wyjściowy Uec = 5,25 V mA 18 - SS 

Ul =OV 

14 -V 
l Ujemne napięcie wejściowe VCC = 4,75 V V - - 1,5 

-1 = 12 mA 
I 

t amb = 25 Oc 

15 t
pHL 

Czas propagacji przy zmianie na - - 15 
stanu sygnału z wysokiego na Vec -5V 
niski 

R
L 

;.. 4000 

16 t
pLH 

Czas propagacji przy zmianie CL = 15 pF ns - - 22 
stanu. sygnału z niskiego na 

t amb 
_ 25 Oc 

wysoki 

laL - 16 mA - - 10 

N Obci{lżalność wyjściowa -17 

-IOH - 0,8 mA - - 20 


